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Реферат:
1. У дисертації досліджені тензорезистивні ефекти в Si і Ge n- і р-типу в умовах сильного одновісного тиску у
зв'язку зі змінами енергетичної структури кристалів. Встановлено, що в нейтронно-легованому n-Si має
місце деформаційно-індукована іонізація дефектів технологічного походження. Визначені енергії активації
термодонорів технологічного походження. Причиною деформаційно-індукованого фазового переходу
метал-ізолятор в n-Ge(Sb) є перебудова зони провідності Ge, яка характеризується збільшенням ефективної
маси електронів при сильному одновісному тиску в напрямку [100]. Тензоопір р-Si в умовах сильного
одновісного тиску визначається як ефектом переселення носіїв із зони "легких" у зону "важких" дірок, так і
перебудовою валентної зони.

2. The dissertation presents the study of tensoeffects in Si and Ge crystals under high uniaxial pressure and its
influnece to the energy structure of crystals. Data of analysis of tensoresistivity effects approve that the decrease



of resistivity with pressure in neutron doped gamma irradiated silicon is connected with strain-induced ionisation
of termodonors that appears after annealing.The activation energies of thermodonors were determined for high
resistance silicon. Appearance of strain-induced metal insulator transition indicates that the localization of
electron on impurity center takes place as a consequence of an appropriate transformation of the energy spectrum
of the conduction band of Ge which is characterized by the increase of the effective mass of electron under high
uniaxial pressure. The results of tensoeffects analysis in uniaxially strained p-Si show that tensoresistivity is
defined by hole redistribution between light hole and heavy hole subbands and transformation of hole subbands.
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